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１．概要（Summary） 

本研究では，1つの基板上にサンプルを集積製作し

たライブラリを用いて材料物性を効率化するコンビ

ナトリアル手法を応用し，MEMS集積化ライブラリ

を作製し，本ライブラリを用いてセンサ用磁歪材料の

磁気特性をハイスループット評価することを最終目

的としている． 

本研究では，磁歪材料のアニールプロセスが，他の

電気素子等の製作に影響しないよう，MEMS集積化

ライブラリの製作プロセスとして，測定や加振に用い

る電極やコイルを成膜した評価基板と，磁歪材料を成

膜したカンチレバーを有するサンプル基板の2種類の

基板を作製し後から接合するプロセスを採用した． 

従来研究では，評価基板の作製プロセスにおいて，

カンチレバー基部となる銅めっきの膜厚のばらつき

が大きく CMP研磨プロセスが必要であった．そこで

本年度は，めっき用配線の抵抗や周囲の電界を調整し，

めっき膜厚の均一化を試みた． 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 レーザ描画装置一式，3次元レー

ザ・リソグラフィシステム一式，スパッタリング装置

一式 

【実験方法】 

メッキの配線抵抗が等しくなるようにシミュレーションを

行い（Fig.1），配線パターンを決定した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レーザー描画装置一式を用いて本パターンのフォトマ

スクを作製した．フォトリソグラフィ装置を用いて，レジスト

にメッキパターンを作製した． 

その後スパッタ用いてシード層の Auを成膜し，Cu メッ

キパターンを作製した． 

  

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製したメッキパターンを Fig.2に示す．配線パターン

を再設計し，給電部～各めっき部分間の配線抵抗を均

一にすることにより，銅めっきの膜厚を均一化するこ

とに成功し，CMP研磨と同等の±1.5m以内にばら

つきを抑えることを達成した． 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし． 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 
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６．関連特許（Patent） 

なし． 

Fig. 1 Simulation result of new wiring pattern. 

Fig. 2 Result of plating of new wiring pattern. 


